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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

パワー半導体材料として研究されている窒化物半導体をSiデバイスとの親和性を高
め低コスト化を実現するためにスパッタ法でSi基板上に窒化物半導体薄膜の単結晶
成長を実現する研究。薄膜試料形成の基板処理とともに素子での電子物性評価を行
う。薄膜作製時の基板のダイシングやパターン形成と製膜後の電子物性評価用の素
子構造形成を実施す。

実験
Experimental

試料作製はARIM設備で、大口径基板からの成膜用試料の切り出しを行い、利用者
の実験室でスパッタ装置で硫化物バッファー層と半導体薄膜試料を作製し2次元X線
回折手法による構造解析を行った。その後、ARIM設備を用いて物理、光学膜厚・
密度評価と界面の結合評価を光電子分光手法で実施した後に素子の電極を形成し、
利用者の実験室で電気特性評価を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

Si（111）基板上のMnSバッファー層の欠陥制御を目的としたZnSとの固溶体形成
により、スパッタ法で無極性AlNの配向成長を実現した。図1に2次元X線回折像を
示している。MnSが(100)配向している直上にAlNが(11-20)配向していることが確
認される。この際にXPSによる欠陥評価などから最適組成の探索を実施した。また、
複数層のバンドアライメント評価を行いTypeII型のアライメントであることを明ら
かにした。



図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

AlN/ZnMnS固溶体薄膜/Si(111)基板試料の2次元X線回折像。上段は低角度、下段
は高角度領域を示す。
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